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Wichtige Anforderungen an Grundelektroden flir Dimnschichtkonden-
satoren mit ancdischen Oxiddielektrikun lzuten wie folgts

- Realisierbarkeit integrierter RC-Netzwerke wmit einen Hinimum
an fotolithogrephischen Zyklen im Herstellurgsprozel,

-~ Linsatz cusreichend verfigbarer arodisch oxycierbarer ietel-
(Ventilmetslle) als Busiswerkstoff, die mit guter Reprodu-
zierberkeit mittels PVD abgesciilelen werden xénner und mit
¢em Substrat gut vertr Zglich esind,

=~ niedriger Serienwidersiancd und geringe Dlektromigration bel
Leitbahlnen, Xontskien und I'lekiroden,

- gute Linstellbarkeit des Pléchenwicderstendes.(schichidicken~
unebhingiger spezifischer Wicerstand)und niedriger Tempe-
raturkoeifizient (TKR) bei ¥iderstinden,

-~ hohe Kopuzititedichic baw. Isclationslestigkeil (grole Di-
elektrizititskonstante ¢ bow. geringe Reststrine ip des Cxide
cielektrikuas) bel Kondensutoren.

Parsus Tolgt ein Intwicklungsirend in Richtung der Lipenw
schal{tskombinetion durch Zinsate von Keupositstrukiuren (z. b
Stapelstrukiuren, Legierungs- bgw., Gemischeystene). ilitiels
P'D werden einkomponentige Systene vonm ultiphusentyp (Din-
beziehung metastsbller Phasen, x. &, 8-Ta, neben den Gleichpe-
wichtsphasen of ~Te oder Tan}é) sowie binire (z. B. Te-il-Legzie-
rungen, Al/Ta-3tepelstrulb tu*@n) und ternire Systeme (2. 5. Ta=
Oxinitrid) flir verschiedene inwendungofille realisiext/l/={1.

wie Bild 1 enhand eigener Untersuchungen zeigt, kann man schon

mit wenlgen Ventilnmetallkonponenten und Abscheideverfahren ci-

nen weiten g-ﬁ%u@ich Uberstreichien. Tecimolegisch interessunt
nd fir den RC-Applikationsfoll niedrige @ xit esinen susge-






